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(54)【発明の名称】 電極基板、表示パネル及びそのリペア方法

(57)【要約】
【課題】  液晶パネルの輝点画素に対するレーザ光によ
るリペアにおいて、リペア作業を効率良く行うことがで
き、且つリペア成功率を高めて歩留まりを向上させる。
【解決手段】  信号線１１と走査線１２にＴＦＴ１３を
介して接続され、マトリクス状に配置された表示画素１
０を有する液晶パネル１００において、絶縁層２３を介
して積層された一対の冗長配線２１と２２からなる冗長
回路２０を、補助容量１７と並列に接続し、この冗長回
路２０にレーザ光を照射して一対の冗長配線２１と２２
を短絡させ、画素電極１４に補助容量線１８から供給さ
れるＤＣ電圧が常時印加されるようにすることで、この
画素を滅点化する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  主面上に、互いに交差する複数の走査線
及び複数の信号線、これら両線の各交差部に配置された
スイッチ素子、前記スイッチ素子を介して前記信号線に
接続された画素電極、前記画素電極と電気的に並列に接
続された補助容量、前記補助容量に所定の電位を供給す
る補助容量線を備えた電極基板において、
絶縁層を介して積層された一対の冗長配線からなる冗長
回路を、前記信号線に供給されたデータ信号が前記画素
電極に至る経路に接続し、前記冗長回路の短絡により、
前記画素電極に所定のＤＣ電圧のみが印加されるように
構成したことを特徴とする電極基板。
【請求項２】  前記冗長回路を、前記補助容量と並列に
接続したことを特徴とする請求項１に記載の電極基板。
【請求項３】  前記冗長回路の短絡により、前記補助容
量線に供給されるＤＣ電圧が前記冗長回路を通じて前記
画素電極に常時印加されることを特徴とする請求項２に
記載の電極基板。
【請求項４】  前記冗長回路を、前記スイッチ素子のド
レイン配線と前記走査線との間に接続したことを特徴と
する請求項１に記載の電極基板。
【請求項５】  前記冗長回路の短絡により、前記走査線
に供給される走査信号が前記冗長回路を通じて前記画素
電極に常時印加されることを特徴とする請求項４に記載
の電極基板。
【請求項６】  請求項１の電極基板からなる第１の電極
基板と、主面上に対向電極を備えた第２の電極とを対向
配置し、前記両基板間に光変調層を狭持したことを特徴
とする表示パネル。
【請求項７】  特定画素に接続された前記冗長回路に光
照射して、前記一対の対の冗長配線を短絡させることを
特徴とする請求項６に記載の表示パネルのリペア方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、電極基板、表示パ
ネル及びそのリペア方法に関し、詳しくはノーマリーホ
ワイト表示の液晶パネルに発生した輝点不良のリペア技
術に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、液晶パネルに代表される平面型の
表示パネルは、軽量、薄型、低消費電力などの特性を活
かして各種分野で使用されており、とくに家電製品や情
報端末機器などのディスプレイとして幅広く使用されて
いる。
【０００３】図６は、一般的な液晶パネルの構造を示す
概略断面図である。液晶パネル１の構造を簡単に説明す
ると、主面上に図示しない電極パターンやＰＩ配向膜７
ａなどを形成したアレイ基板２と、同じく主面上に図示
しない全面電極やＰＩ配向膜７ｂを形成した対向基板３
とを対向配置して、両基板の周辺部にシール剤４を塗布

2
して貼り合わせ、その内部に液晶５を封入し、さらに両
基板の外側にそれぞれ偏光板６ａ、６ｂを貼り合わせた
構造となっている。また図示していないが、アレイ基板
２の背面には光源となるバックライトが配置されてお
り、ここから照射される光を透過又は遮光することによ
り表示が行われる。
【０００４】このような液晶パネルでは、完成後に各種
の検査が実施される。例えば、パネルを点灯させて行う
目視検査では、点欠陥、線欠陥、ムラ不良などの有無が
検査される。ここで発見される欠陥の中に輝点不良と呼
ばれるものがある。これは、ノーマリーホワイト表示の
液晶パネル（電源オフで光透過）において、常時白表示
になる画素をいう。このような輝点不良の画素（以下、
輝点画素）は、とくに黒表示をした場合に白い点として
認識されるため、数によっては不良品となることがあ
る。通常は、このような輝点画素をリペアにより黒色化
することで表示に無関係な画素となるようにしている。
【０００５】従来、輝点画素を黒色化するリペア方法と
しては、ノーマリーホワイト表示の液晶パネルの場合、
液晶パネルの外側からパネル内部のＰＩ配向膜にレーザ
光を照射してこれを破壊することにより、パネル内部の
液晶分子の配向を乱し、液晶を挟持した電極間に電圧が
掛かっても掛からなくても光を遮光するようにする配向
乱し法がある。例えば図６で言えば、“Ａ”で示す部分
がＰＩ配向膜リペア箇所となる。
【０００６】また、同種の破壊方法として、カラーフィ
ルターエレメントにレーザ光を照射し、同エレメントを
変色（黒色化）させ、画素電極の電圧に拘わらず光を透
過させない方法などもある。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】ところで、上述したよ
うな輝点画素へのレーザ光によるリペアは、顕微鏡視野
による微細加工となるため、その照射位置がずれると光
漏れを起こし、リペア効果がなくなることもある。また
アレイ基板上にはレーザ光を照射すると回路特性が変化
してしまう部分があるため、レーザ光の照射範囲が制限
されることもある。さらに、レーザパワーの出力変動に
より、ある特定の形成膜（例えばＰＩ配向膜など）の膜
下まで破壊してしまい、その液晶パネルが不良品となっ
てしまうこともあった。このように、従来のレーザ光に
よるリペアでは、こうしたリペア不良が歩留まり低下を
招いていた。
【０００８】この発明の目的は、レーザ光の出力変動や
加工精度に影響を受けることなく、レーザ光によるリペ
ア不良を軽減して、歩留まりを向上させることができる
電極基板、表示パネル及びそのリペア方法を提供するこ
とにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、請求項１の発明は、主面上に、互いに交差する複数
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の走査線及び複数の信号線、これら両線の各交差部に配
置されたスイッチ素子、前記スイッチ素子を介して前記
信号線に接続された画素電極、前記画素電極と電気的に
並列に接続された補助容量、前記補助容量に所定の電位
を供給する補助容量線を備えた電極基板において、絶縁
層を介して積層された一対の冗長配線からなる冗長回路
を、前記信号線に供給されたデータ信号が前記画素電極
に至る経路に接続し、前記冗長回路の短絡により、前記
画素電極に所定のＤＣ電圧のみが印加されるように構成
したことを特徴とする。
【００１０】好ましい形態として、前記冗長回路を構成
する一方の冗長配線は前記スイッチ素子のドレイン電極
配線側に接続され、他方の冗長配線は前記補助容量線に
接続される。
【００１１】請求項２の発明は、請求項１において、前
記冗長回路を前記補助容量と並列に接続したことを特徴
とする。
【００１２】請求項３の発明は、請求項２において、前
記冗長回路の短絡により、前記補助容量線に供給される
ＤＣ電圧が前記冗長回路を通じて前記画素電極に常時印
加されることを特徴とする。
【００１３】請求項４の発明は、請求項１において、前
記冗長回路を前記スイッチ素子のドレイン配線と走査線
との間に接続したことを特徴とする。
【００１４】請求項５の発明は、請求項４において、前
記冗長回路の短絡により、前記走査線に供給される走査
信号が前記冗長回路を通じて前記画素電極に常時印加さ
れることを特徴とする。
【００１５】好ましい形態として、絶縁層を介して積層
された一対の冗長配線からなる冗長回路を、前記スイッ
チ素子のドレイン配線と前記走査線との間に接続する。
【００１６】この場合は、前記冗長回路の短絡により、
前記走査線に供給される走査信号が前記画素電極に印加
される。
【００１７】また、上記目的を達成するため、請求項６
の発明は、請求項１の電極基板からなる第１の電極基板
と、主面上に対向電極を備えた第２の電極とを対向配置
し、前記両基板間に光変調層を狭持させたことを特徴と
する表示パネルである。
【００１８】好ましい形態として、前記光変調層を液晶
層とし、且つノーマリーホワイト表示の液晶パネルとし
て構成する。
【００１９】また好ましい形態として、所定のＤＣ電圧
が前記画素電極に常時印加されることで、前記画素電極
に対応する画素の光透過率を少なくとも９０％低下させ
る。
【００２０】さらに、上記目的を達成するため、請求項
７の発明は、請求項６の表示パネルについて、その特定
画素に接続された前記冗長回路に光照射して、前記一対
の対の冗長配線を短絡させることを特徴とする表示パネ
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ルのリペア方法である。
【００２１】
【発明の実施の形態】以下、本発明を液晶パネルとその
リペア方法に適用した場合の実施形態について図面を参
照しながら説明する。
【００２２】図５は、本実施形態に係わる液晶パネルの
回路構成図である。この液晶パネル１００は、複数の表
示画素１０が形成された表示画素部１１０と、走査線駆
動回路１２０及び信号線駆動回路１３０とから構成され
ている。
【００２３】この実施形態では、表示画素部１１０、走
査線駆動回路１２０及び信号線駆動回路１３０がアレイ
基板１０１上に一体に形成された駆動回路一体型の液晶
パネル１００を例に挙げて説明するが、走査線駆動回路
１２０及び信号線駆動回路１３０は外付け方式であって
もよい。
【００２４】表示画素部１１０には、複数本の信号線１
１及びこれと交差する複数本の走査線１２がマトリクス
状に配置されており、両線の交点近傍にはスイッチ素子
としてのＴＦＴ（薄膜トランジスタ）１３が配設されて
いる。信号線１１と走査線１２とは、図示しない絶縁膜
により電気的に絶縁されている。
【００２５】ＴＦＴ１３のソース電極側は信号線１１に
接続され、ドレイン電極側は画素電極１４に接続されて
いる。この画素電極１４と平行に配置された対向電極１
５は、図示しない対向基板上に形成されている。画素電
極１４と対向電極１５の間には液晶１６が狭持され、容
量Ｃｌｃを形成している。また、画素電極１４には対向
電極１５との電位関係を保持するために、並列に補助容
量１７が接続されている。この補助容量１７は画素電極
１４と補助容量線１８との間に容量Ｃｓを形成してい
る。補助容量線１８は、すべての表示画素１０の補助容
量１７と電気的に接続されており、駆動回路基板１４０
から一定のＤＣ電圧が供給されている。
【００２６】また、対向電極１５には、駆動回路基板１
４０から一定のコモン電圧（Ｖｃｏｍ）が図示しないコ
モン配線を通じて与えられている。信号線１１にサンプ
リングされたデータ信号は、容量Ｃｌｃと容量Ｃｓによ
り１フレーム走査期間保持される。
【００２７】走査線駆動回路１２０は、図示しないシフ
トレジスタ及びバッファ回路により構成され、駆動回路
基板１４０から供給される垂直同期信号、垂直クロック
信号に基づいて、各走査線１２に順次走査信号を出力す
る。
【００２８】信号線駆動回路１３０は、図示しないシフ
トレジスタ、ビデオバス及びサンプリングスイッチなど
により構成されている。各サンプリングスイッチはそれ
ぞれ信号線１１に接続されており、シフトレジスタは、
駆動回路基板１４０から供給される水平同期信号及び水
平クロック信号に基づいて前記サンプリングスイッチを
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制御し、駆動回路基板１４０から供給されるデータ信号
を所定のタイミングで信号線１１にサンプリングする。
【００２９】駆動回路基板１４０は、図示しないコント
ロールＩＣやＤ／Ａコンバータなどで構成され、外部か
ら供給される基準クロック信号やデジタルのデータ信号
などを適宜に変換及び加工して、各駆動回路にアナログ
のデータ信号や水平／垂直のクロック信号、スタート信
号、コモン電圧などを出力する。この駆動回路基板１４
０とアレイ基板１００との間は、図示しないＦＰＣ（フ
レキシブル配線基板）により電気的に接続されている。
【００３０】図５において、信号線駆動回路１３０から
信号線１１に順にデータ信号が出力され、これと同期し
て走査線駆動回路１２０から走査線１２に走査信号が出
力されると、その一水平ライン上に存在するすべてのＴ
ＦＴ１３がオンして、前記信号線１１にサンプリングさ
れたデータ信号は、ＴＦＴ１３を介して所定の表示画素
１０に書き込まれる。書き込まれたデータ信号は、画素
電極１４と対向電極１５との間に信号電圧として充電さ
れ、これに液晶１６が応答することで、前記信号電圧に
応じた階調表示がなされることになる。なお、本実施形
態の液晶パネル１００は、ノーマリーホワイト表示の液
晶パネルとする。したがって、輝点画素のリペアは、そ
の画素を滅点化する作業となる。
【００３１】［実施形態１］図１は、図５に示す液晶パ
ネル１００の部分拡大図であり、実施形態１における表
示画素１０の等価回路図である。
【００３２】実施形態１の表示画素１０において、ＴＦ
Ｔ１３のゲート電極（Ｇ）側は走査線１２に接続され、
ソース電極（Ｓ）側は信号線１１に接続され、ドレイン
電極（Ｄ）側は補助容量１７と画素電極１４に接続さ
れ、さらに第１の冗長配線２１に接続されている。ま
た、補助容量１７の片方の電極は補助容量線１８に接続
され、この補助容量線１８は、第１の冗長配線２１に絶
縁層２３を介して対向配置された第２の冗長配線２２と
接続されている。この第１の冗長配線２１、第２の冗長
配線２２及び絶縁層２３は冗長回路２０を構成し、この
冗長回路２０は補助容量１７と電気的に並列に接続され
ている。なお、第１の冗長配線２１としては、例えばｐ
－ｓｉを用いることができ、また第２の冗長配線２２と
しては、例えばＭｏＷを用いることができる。
【００３３】図２は、冗長回路２０の概略断面図であ
る。第１の冗長配線２１と第２の冗長配線２２は、絶縁
層２３を挟んで平面的に対向するように積層配置されて
いる。絶縁層２３の厚みは、例えば５００Åとする。
【００３４】次に、上記のように構成された表示画素１
０に輝点不良が生じた場合のリペア方法について説明す
る。
【００３５】通常、第１の冗長配線２１と第２の冗長配
線２２は絶縁層２３により電気的に遮断されているた
め、走査線１２がハイレベルになってＴＦＴ１３がオン
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すると、信号線１１にサンプリングされたデータ信号が
ＴＦＴ１３を通じて画素電極１４に印加され、表示が行
われる。その際、補助容量１７にも前記データ信号が印
加されて、画素から放電される電荷を補う動作をし、表
示輝度の変動が抑えられる。したがって、表示画素１０
に輝点不良がなければ、第１の冗長配線２１と第２の冗
長配線２２は絶縁層２３により電気的に遮断されたまま
となるため、上記のようなデータ信号の印加による階調
表示がなされることになる。
【００３６】一方、表示画素１０に輝点不良が生じてい
る場合は、輝点画素を滅点化するため、レーザ光（例え
ば、ＹＡＧ－ＬＡＳＥＲ等）を照射してリペアを行うこ
とになる。
【００３７】その場合、レーザ光を照射する位置は、図
１の２００で示した部分、即ち、図２に示したように第
１の冗長配線２１と第２の冗長配線２２とが積層配置さ
れているところになる。この部分にレーザ光２０１を照
射すると、図３に示すように第２の冗長配線２２がレー
ザ光２０１により、第１の冗長配線２１側に変形して、
第２の冗長配線２２と第１の冗長配線２１とが電気的に
接触して短絡することになる。これにより、補助容量線
１８に供給されるＤＣ電圧が常に画素電極１４に印加さ
れる状態になる。すなわち、第１の冗長配線２１、第２
の冗長配線２２及び絶縁層２３からなる冗長回路２０に
レーザ光２０１を照射することで、第１の冗長配線２１
及び第２の冗長配線２２を通して画素電極１４に常時Ｄ
Ｃ電圧を印加させることが可能となる。このように、常
時、液晶１６にＤＣ電圧を掛けるということは、ノ一マ
リホワイト表示の液晶パネルでは、常時、遮光された状
態に画素が保持されることになる。こうして、ＴＦＴ１
３による液晶１６の光シャッター機能を不能にさせるこ
とにより、輝点画素の滅点化が可能となり、輝点画素の
無い液晶パネルを得ることができる。
【００３８】例えば、第１の冗長配線２１、第２の冗長
配線２２同士が絶縁層２３で絶縁されている状態で、補
助容量１７に＋１５Ｖ、画素電極１４に５Ｖ（±４Ｖ）
が与えられているとすると、レーザ光２０１で冗長回路
２０を短絡させることにより、画素電極１４は＋１５Ｖ
に昇圧されることになる。ここで、対向電極１５に５Ｖ
一定のＤＣ電圧が与えられているとすると、液晶１６に
は常時１５Ｖ－５Ｖ＝１０Ｖの電圧が印加される。これ
により、ノ一マリホワイトの液晶パネル内の輝点画素を
滅点化することが可能となる。
【００３９】本実施形態においては、レーザ光の出力変
動や加工精度に影響を受けることがないので、リペア作
業を効率化することが可能となる。また、レーザ光出力
の大きさによりリペアの成否が左右されることがないの
で、リペア成功率も大幅に高くなり、このためリペア不
良を軽減して歩留まりの向上を図ることができる。
【００４０】［実施形態２］図４は、図５に示す液晶パ
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ネル１００の部分拡大図であり、実施形態２における表
示画素１０の等価回路図である。図１と同等部分には同
一符号を付して説明する。
【００４１】図４において、ＴＦＴ１３のゲート電極
（Ｇ）側は走査線１２に接続され、この走査線１２は、
さらに第１の冗長配線２１と接続されている。一方、ド
レイン電極（Ｄ）側は、補助容量１７と画素電極１４に
接続され、さらに第１の冗長配線２１に絶縁層２３を介
して対向配置された第２の冗長配線２２と接続されてい
る。この第１の冗長配線２１、第２の冗長配線２２及び
絶縁層２３は冗長回路４０を構成している。この実施形
態においても、符号４００で示した部分にレーザ光を照
射すると、図３の場合と同様に、第２の冗長配線４２と
第１の冗長配線４１とが電気的に接触して短絡すること
になる。これにより、走査線１２に供給された走査信号
は冗長回路４０を通じて画素電極１４に流れる。対向電
極１５に５Ｖ一定のＤＣ電圧が与えられ、ゲート電圧が
オン時に１５Ｖ、オフ時に－２Ｖであるとすると、液晶
１６には実質的に常時（ゲート電圧のオフ時）７ＶのＤ
Ｃ電圧を印加させることが可能となる。こうして、ＴＦ
Ｔ１３による液晶１６の光シャッター機能を不能にさせ
ることにより、輝点画素の滅点化が可能となり、輝点画
素の無い液晶パネルを得ることができる。また、本実施
形態において、レーザ光による短絡させる部分をブラッ
クマトリクスの裏側にすることにより、画素レイアウト
上、短絡部分を見えなくすることができる。
【００４２】上記各実施形態は、レーザ光照射により所
定配線間を短絡して、液晶に常時ＤＣ電圧を印加するこ
とにより、輝点画素を滅点化するものであるが、リペア
された輝点画素での光透過率は液晶に印加されるＤＣ電
圧により異なる。したがって、滅点化の効果を得るため
には、輝点画素の光透過率を少なくとも９０％低下させ
ることが望ましく、そのために液晶に印加されるＤＣ電*
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*圧の大きさを適宜に設定する必要がある。
【００４３】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
光照射による冗長回路の短絡により、光変調層に常にＤ
Ｃ電圧を印加することで輝点画素を滅点化するようにし
たものであるため、光照射による膜破壊で輝点画素を滅
点化する従来方法に比べて、レーザ光の出力変動や加工
精度の影響を受けることがなく、レーザ光の出力マージ
ンを大きくすることができる。したがって、従来方法に
比べレーザ光の出力を高精度に制御する必要がなくな
り、リペア作業を効率化することが可能となる。また、
レーザ光出力の大きさがリペアの成否を左右していた従
来方法に比べて、リペア不良を大幅に軽減することがで
きるため、歩留まりを向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施形態１における冗長回路を備えた表示画素
の等価回路図。
【図２】図１に示す冗長回路の概略断面図。
【図３】図２に示す冗長回路にレーザ光が照射されたと
きの概略断面図。
【図４】実施形態２における冗長回路を備えた表示画素
の等価回路図。
【図５】実施形態に係わる液晶パネルの回路構成図。
【図６】一般的な液晶パネルの構造を示す概略断面図。
【符号の説明】
１０…表示画素、１１…信号線、１２…走査線、１３…
ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）、１４…画素電極、１５…
対向電極、１６…液晶、１７…補助容量、１８…補助容
量線、２０，４０…冗長回路、２１，４１…第１の冗長
配線、２２，４２…第２の冗長配線、２３，４３…絶縁
層、２７…ソース電極側配線、２００，４００…レーザ
光の照射位置

【図１】 【図２】
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